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Представлены исследования фазовых пре-

вращений в тонких пленках и в   кристаллах 
SiC с ростовыми дефектами (сростках полити-
пов). Кристаллы SiC были выращены методом 
Таирова, пленки были получены сублимацион-
ным ‘сэндвич” методом  и  методом химиче-
ского парового осаждения. 

Анализ спектров поглощения, спектров 
возбуждения и спектров низко-температурной 
фотолюминесценции свидетельствует о форми-
ровании новых микро фаз во время роста. 
Сложные спектры могут быть разложены на 
подобные составляющие, смещенные энергети-
чески  друг относительно друга. Такие спектры  
являются индикаторами формирования новых 
нано фаз.  

Совместное рассмотрение спектров фото-
люминесценции, спектров возбуждения фото-

люминесценции и спектров поглощения свиде-
тельствует об однотипности различных спек-
тров и автономии каждого из них. Структурно, 
комплексные спектры коррелируют  со  степе-
нью дефектности кристалла и степенью одно-
мерного разупорядочения. Три различных типа 
спектров имеют различные принципы построе-
ния и поведения.  

Спектры, индикаторы нано-структур, рас-
полагаются на  широкой полосе излучения до-
норно-акцепторных пар (DAP) в кристаллах и 
фильмах в случаях более высоких концентра-
ций некомпенсированных примесей. Спектры 
возбуждения, спектры фотолюминесценции и 
спектры поглощения указывают на формирова-
ние наноструктур SiC (8Н, 10Н, 14-Н SiC).  
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